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これまでに、ハイドライド気相成長（HVPE）基板と酸化物気相成長（OVPE）基板上に作製し

た同エピ構造の GaN試料に関して、OVPE基板上のサンプルの I-V特性から電導度変調のような

振る舞いが観測されている[1]。そこで、HVPE基板と OVPE基板を用いたときの GaNエピ層のフ

ォトルミネッセンス(PL)測定を実施し、キャリアライフタイムに相違がないかを検討した。 

試料の発光を分光器で分光し、検出することにより PLスペクトル測定を行った。PLスペクト

ル測定では励起光源にパルスレーザ（波長：266 nm、パルス幅：1 ns）を用いた。また、時間分解

フォトルミネッセンス(TR-PL)法では、励起光源にパルスレーザ（波長：355 nm、パルス幅：1 ns）

を用いた。 

まず、試料の PLスペクトルを比較した。試料温度：室温、励起光の注入フォトン数：1.8×1014 

cm-2とした。その結果、OVPE基板サンプルの方が波長 400 nm以上の発光強度が弱いことがわか

った。次に、励起光の注入フォトン数：2.4×1014 cm-2で固定し、TR-PL測定において温度依存性

の観測を行った。Fig.1 は HVPE 基板サンプルの温度依存性であり、250℃までの範囲においてほ

とんど温度依存性は見られなかった。一方、Fig.2に示す OVPE基板サンプルの温度依存性におい

ては、0.03 µs 以上の領域で温度が高くなるほど減衰が遅くなる傾向を強く示すことがわかった。

また、波形が振動しているように見える要因はレーザーパルスに起因するノイズだと考えられる。 

これらの結果から、GaNエピ成長の基板として OVPE基板を用いることで、欠陥が少ないエピ

が得られること、キャリア寿命が高温において長くなることが示唆された。 
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Fig. 1：Temperature dependence of TR-PL signal  

for the epilayer on the HVPE substrate. 

Fig. 2：Temperature dependence of TR-PL signal  

for the epilayer on the OVPE substrate. 
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